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1. 抵抗変化型メモリに関する研究 
次世代不揮発性メモリの候補である抵抗変化型メモリ（ReRAM）について、ナノテクノロ

ジーを駆使したプロセスを用いてナノメートルスケールの素子サイズを実現し、そのデバイ

スの動作特性を調査しています。 
 

2. 脳型デバイスに関する研究 
これまでに抵抗変化型メモリを用いた神経シナプスの模倣動作を実現していますが（下

図）、その発展形に関する研究を行っています。 
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応用可能な分野 
 

・ナノテクノロジー、IoT、AI 関係 

 


